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(57) Abstract: Disclosed is a process for fabricating a semiconductor device, the process comprising, starting with an initial SOI
structure, SOI being the acronym of silicon-on-insulator, the initial SOI structure comprising a silicon substrate (2), a layer of buried
oxide (4), abbreviated BOX, and a first upper layer (6) of silicon on the layer of buried oxide (4), forming by epitaxy a first epitaxial

layer (8) of the isotope of silicon Si%® on the first upper layer (6), a homogenizing anneal via which the first epitaxial layer (8) of the
isotope of silicon Si?® and the first upper layer (6) of silicon then form a second upper layer with a lower concentration of the isotope
Si?° than initially, and thinning the second upper layer.

(57) Abrégé : Un procédé de fabrication d'un dispositif semiconducteur, le procédé comprenant, a partir d'une structure initiale de
silicium sur isolant, SOI, comprenant un substrat de silicium (2), une couche d'oxyde enterrée (4), BOX, et une premicre couche
supérieure (6) de silicium sur la couche d'oxyde enterrée (4), la formation par épitaxie d'une premiére couche épitaxiée (8) de silicium
d'isotope BSisurla premiére couche supérieure (6), un recuit d'homogénéisation par lequel la premiére couche épitaxice (8) de silicium
d'isotope B3ietla premiére couche supérieure (6) de silicium forment alors une deuxiéme couche supérieure avec une concentration
de l'isotope 29Si moindre qu'initialement, et un amincissement de la deuxieme couche supérieure.
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